
Theories and Applications of Chem. Eng., 2004, Vol. 10, No. 2 2087

Modified Hydride VPE법을 이용한 GaN 나노구조물  
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Modified Hydride VPE (MHVPE)  low temperature (LT) GaN seed growth technique과 Ga
(mDTC)3(x)  precursor solution technique으로 GaN nano-structures를 형성하였으며, 이것이 

양질의 GaN film형성에 미치는 조건들을 관찰하였다. 기판으로는 (0001) Al2O3를 사용하였고, 

(0001) Al2O3를 TCE, acetone, ethanol에 각각 5분씩 세정한후  질소 분위기에서 일정온도로 

GaN nano-structures를 성장시켜보았다. 또한 세정한 (0001) Al2O3 기판 위에 Ga(mDTC)3

(x)  precursor solution을 spin coating한 후 질소 분위기의 반응기에서 일정온도로 성장시켜서 

표면을 SEM으로 관찰해 보았다. MHVPE technique법으로 성장시킨 LT-GaN seed layers를 

이용하여 형성한 GaN films 은 아주 우수하였다. 
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